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Siemens
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Datasheet

PNP-Transistoren fur NF-Endstufen und Schaltanwendungen

AD 130, AD 131, AD 132, AD 1863 sind legierte PNP-Germanium-Transistoren im
Gehause 3A 2 DIN 41872 (TO-3). Der Kollaktor ist mit dem Gehause alaktrisch var-
bunden. Besonders geeignet zur Verwendung in NF-Endstufen und als Leistungs-
schalter. Fir Gegentakt-Endstufen kdnnen diese Transistoren auch gepaart geliefert
werden. Zur isolierten Befestigung dieser Transistoren auf einem Chassis sind lso-
liernippel und Glimmerscheibe vorgesehen, diese sind zusatzlich zu bestellen.

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
AD 13011 as0104-C130 AD 132 IV Q60104-D132
AD 130 IV Q60104-D130 AD 132V Q60104-E132
AD 130V Q60104-E130 AD 132 gepaart | Q60104-X132 P
AD 130 gepaart | Q60104-X130-P
AD 131 Il 060104-C131 AD 183 I Q80104-x183-8
AD 163 1 Q60104-X163-C
AD 131 IV Q60104-D131 AD 163 IV Q60104-X163-D
AD 131V 060104-E131 ) )
AD 131 gepaart | QOG104-X131-P Glimmerscheibe | Q62901-B11-A
AD 13211 Q80104-C132 Isaliernippel 082901-B13-C

]

Gewicht etwa 16.5 g
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Statische Kenndaten (7z = 25°C)

Die Transistoren werden bei —I. = 1 A nach der statischen Stromwverstarkung 8
gruppiert und mit rémischen Ziffern gekennzeichnet. Die folgenden Werte gelten bei
einer Kollektorspannung von =U'qg = 1 V und nachstehenden Kollektorstrémen.

B-Gruppe I I I W
AD130,AD 131| AD130, AD 131| AD 130, AD 131

Typ AD 163 |4n132.AD163| AD132, AD 163| AD132

I, B 8 B 8

-'ﬁ'- -rc.ll-ru fi:”n L;Jrfa Icl”l

0,05 30 43 74 124

1 18 (12.5bis25)| 30 (20bis40) | 45 (30bis60) | 75 (50bis100)

3 10 17 25 42

Typ AD 130, AD 131, AD 132, AD 163

=l ~Lge ~epga') = cenar?)

A v v v

0,05 0,25 (< 0,32) - -

1 0.6 (<0.8) - -

3 1.0 (< 1.5) 0.5 (< 1) 0,55 (< 1)

') Der Transister ist 0 weit Gbersteuert. daB dia statische Stromverstirkung sul einen Wert von 8 = 10

abgesunken ist.

") Kollekior-Emitter-Sattigungsspannung (Te = 3 A fir die Kennlinie. die bai konstantern Basisstrom

durch den Kennlinignpunkt Io = 3.3 A; U =1V gaht),
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AD 130, AD 131, AD 132, AD 163
AD 130
Statische Kenndaten Ta a0 25 “C
Kollektor-Emitter- Reststrom
(=Upey = 32V Upg =2 1V) ~Tepy 5 (< 15) 015(< 1) | mA
Emitter-Basis-Reststrom
(-Ueao = 10V) —Iepa 45 (< 15) | 007 (= 1) | mA
Kollektor- Emitter- Durchbruch-
spannung (—I; = 3 A) ~Umamicen| = 30 = 30 W
AD131
Kollektor-Emitter- Reststrom
(—Uepe = 64V, Ugp 21 V) —Iepy 6({=<15) 016{(=1) | mA
Emitter-Basis- Reststrom
(=llegn = 20V) ~Itgn 45 (=158) | 0.07 (< 1) | mA
Kollektor-Emitter- Durchbruch-
spannung (-I. = 3 A} —arcen| = 45 = 45 W
AD 132
Kollektor-Emitter- Reststrom
(—LUcey = BOV: Uge 2 1V) =Ty B (=18) 0168(=1) | mA
Emitter- Basiz-Reststrom
(Uepo = 20V . 45(=168) | 007 (=1) | mA
Kollektor-Emitter- Durchbruch-
spannung (I = 3 A) ~Uapicen| = 60 = 60 W
AD163
Kollektar-Emitter-Reststrom
|:-'U|:El.r =100V UHE =1 1'1"] —L;_:-.,r 5{{15} D,15{*‘=—’.1} ma,
Emitter-Basis-Reststrom |
[-UE'H-CP =.2{} ll'lll} _IFBD 4.5 {{ 15} EI,CI? {"‘: 1} mdA,
Kollektor- Emitter- Durchbruch-
spannung (—I-= 3 A) -Uarycea | = 80 = 80 v
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Dynamische Kenndaten (T = 25°C)
Arbeitspunkt: =T = 05 A; —Uee =2V

AD 130, AD 131,
AD 132, AD 163

Grenzfrequenz in Emitterschaltung s 10 kHz
Transitfrequenz fr 350 kHz
Arbeitspunkt; —U/cpo bow, —Ugpa = 6V

Kollektor- Basis- Kapazitat Cego 200 pF
Emitter-Basis-Kapazitat Ceag 80 pF

Schaltzeiten:

Bei einem Ubersteuerungsfaktor von ¢ = 1,5 bis 3 und einem Ausrdumstrom van
Tgz = 156 mA (=I. = 1 A) gelten folgende Schaltzeiten:

Einschaltzeit Lain 10 (< 20) rEy
Speicherzeit t, 8(=<18) ws
Abfallzeit Iy 16 (= 30) ns
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AD 130, AD 131, AD 132, AD 163

Temperaturabhdngigkeit der Temperaturabhdngigkeit der
ruldssigen Gesamtveriustlaistung ruligsigen Gesamtverlustielstung
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Zuldssige Impulsbelastbarkait
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Eingangskennlinien Iy = F (L)
—Lee =1V Ty = Paramater
(Emitterschaltung)
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Stromverstirkung & = /()

=Ueg = 1V: Ty = Parameter
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Ausgangskennlinien
Ie = f{licg); Iy = Parameter
{Emitterschaltung)
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-.J':

Ausgangskennlinien Ausgangskennlinien

Ip = F{Ugg): Ty = Parameter Ie = F{Ugg): Ty = Parameter

(Emittarschaliung) {Emitterschaltung)
A AD 132 A AD 163
LTIy 2 d I & 11

diZvd | _120mA
B4 | LT -11 7}‘" 21
y
% . sama ! -_fl: ) _@ _‘_J" y
T .-l"""-I l‘.l\“" I ".,i'"
Pl 2 [SmAe
i - #_'ui A ..--1""# __,1!‘"3
™ L ] —~ A
fal:} = 2 |HE0mA-— , !
st - ¥ Fms —— — |
.—"""'ﬂ 4 ‘i-a-""'
i ] ZIma DimA_L— ! |
S g *i& 8 |
1 HmAt= ] |
| | ! [11] I —— A
Tl L T0MA = A\
o = 6 [ 5mA \\
1 HhyDima A -
(= R ) N
0 M W W W 50 6 MW 60V ] bl IV Bl wo0v
—=ifes —= g
Séttigungsspannung Temparaturabhingigheit
Uegwt = F (Te): Ty = Parametar des Roeststromes Jepe = f (Ta)
(Emitterschaliung) B = 10
AD 130, AD 131, AD 132, AD 183 L Ap 130, AD 131, AD 132, AD 163
M =—---= i=S====cs====c
O ) e PMI==SSSSEESSES
P =T S
£ -

» r rol 1 10+ ) #
- & =V = ' ===
f TR T T 5 = — L F.

I e A
! -~
2|1 3 /|
10 7 W ==t J-—’--.-"';f- ====
F| ra—— | ' EEEEEEA =
, — = L -
'l 1 Sl [ . / | e !
| ' '
o Fo l L= __:L_'*'/_,.- ! —,1:-[
i = ';' = r L— MW
[ , FEAT T [ |
R _! LY 1_ } 4+
— = Streuwerte bei Ty 25°C | 7 . JJ i [ .
0o B e o el S T e | o S S B ER
] 05 iy B B 50 100°¢c
= Upesat =N

Datasheet Rev. 1.3 — 02/19 — data without warranty / liability



